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CdS 박막 성장을 위한 PET 기판의 표면 개질
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기 PET

base pressure 1×10
-5
 Torr

O2 gas flow 15 sccm

substrate condition water cooling

RF power 100W

working pressure 20 mTorr

treatment time 1 ～ 20 min.

deposition parametets conditions

reaction temperature 75℃

cadmium acetate 0.025 M

thiorea 0.05 M

pH in solution 10.5

ammonium acetate 0.1 M

reaction time 45 min.

Abstract - PET 기 은 소수성이므로 용액 성장법(CBD)으로 CdS 박
막을 성장시키기 어렵다. 이런 단 을 극복하기 하여 기 으로 사용할 
PET의 표면을 산소 분 기에서 IPC로 개질하여 실험한 결과 CdS 박막
을 성공 으로 성장시킬 수 있었다. 개질된 PET 기 의 각과 표면 
거칠기 등을 찰하 으며, 성장된 CdS 박막의 SEM 분석 등을 통하여 
개선된 특성을 확인하 다.

1. 서    론

  CdS 박막을 성장시킬 기 으로 사용된 polyethylene terephthalate 
(PET) [1, 2-4]는 기존에 주로 사용하던 유리 기 에 비해 가벼우며 
휨성이 좋고 가격이 렴한 장 이 있어 polycarbonate (PC) [5], 
polyimide (PI) [6], polypropylene (PP) [1], linear-low-density 
polyethylene (L-LDPE) [7]  등의 재료들과 함께 활발히 연구되고 
있다. 그러나. PET를 포함한 폴리머 계통의 재료를 기 으로 사용할 경
우 재료의 소수성으로 인해 용액성장법을 이용한 박막의 성장이 어려운 
단 이 있다. 그러므로 소수성인 PET를 친수성으로 바꾸어 주어야 한
다. 
  CdS 박막은 vacuum evaporation [8-10], electrostatic spray 
assisted vapor deposition (ESAVD) [11], successive ionic layer 
adsorption and reaction (SILAR) [12], close space vapor transport 
(CSVT) [13], and chemical bath deposition (CBD) methods 
[10-12] 등의 방법으로 제조된다. 이들  CBD법은 50nm 이하의 박막 
제조에 합할 뿐 아니라 면 화가 쉽고 제조 공정이 간단한 장  등
이 있다. 
  본 논문은 소수성인 PET 기 을 친수성으로 바꾸기 해 기  표면
을 산소 분 기에서 ICP로 처리한 후 CBD법을 이용해 CdS 박막을 제
조하여 특성을 분석하 다.

2. 실험 방법

  2.1 기판 표면 개질 및 CdS 박막 성장
  비된 기 을 메탄올과 증류수에서 각각 15분간 음  세척한 후 
질소로 건조하 다. 건조된 시편을 ICP 장치에 장착하여 <표 1>과 같
은 조건으로 표면을 라즈마 처리하 다.

 <표 1> 플라즈마 처리 조건

  라즈마 처리한 기 에 CdS 박막을 성장시키기 해 수용액 상태로 
만들어진 cadmium acetate, ammonia, ammonium acetate, thiorea 순
서로 D. I. water가 정량 들어있는 bath에 지지시킨 후 <표 2>와 같
은 조건에서 시편을 제조하 다.

 <표 2> CdS 박막 성장 조건

  2.2 특성 측정 및 표면 관찰
  성장된 박막의 두께는 stylus profiler(α-step, Tencor Co., ET-3000i)
를 이용하여 측정하 다. 한 각은 sessile-drop method를 이용한 
water-contact angle(WCA, SEO phx300)로 측정하 고, 표면 거칠기는 
atomic force microscopy(AFM; XE-100 in a region of 5×5μm2)를 이용
하여 측정하 다. 그리고 성장된 박막의 표면은 scanning electron 
microscope (SEM, JSM-6700)를 이용하여 찰하 다.

 3. 실험 결과

  3.1 기판 표면 분석

  라즈마 처리한 기 의 각을 측정하여 <표 3>에 나타내었다. 
라즈마 처리하지 않은 시편의 각은 60◦ 으나 라즈마 처리 시간
이 길어질수록 각은  낮아지는 경향을 보 다.

 <표 3> 플라즈마 처리 시간에 따른 접촉각

treatment time contact angle

no treatment 60
◦

1min 33.48
◦

2min 27.95
◦

5min 7.13
◦

10min 3.29
◦

20min 2.60
◦

  라즈마 처리 시간에 따른 표면 거칠기를 <그림 1>에 나타내었다. 
표면 거칠기는 라즈마 처리 시간이 길어질수록 더욱 거친 값을 나타
내었다. 이는 각과 한 계를 갖는다.

  3.2 박막 표면 분석

  <그림 2>에 라즈마 처리  기 에 성장된 CdS 박막과 2분간 
라즈마 처리된 PET 기 에 성장된 CdS 박막의 SEM 이미지를 나타었
다. 라즈마 처리  기 에 성장된 CdS 박막은 공극이 많이 형성됨을 
알 수 있었고 라즈마 처리된 기 에 성장시킨 CdS 박막은 비교  균
일한 박막이 형성되었다.

3. 결    론

  PET 기 에 CdS 박막을 성장시키기 해 기 을 산소 분 기에서 
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라즈마 처리하여 친수성으로 표면 개질하 다. 라즈마 처리하여 기
 표면을 분석한 결과 라즈마 처리 시간의 증가에 따라 각은 감

소하 고 표면 거칠기는 증가하는 경향을 보 다. 이 게 표면 개질된 
PET 기 에 CBD 법을 이용하여 박막을 성장시켜 표면을 분석한 결과 
라즈마 처리  기 에 성장된 박박과 비교하여 매우 우수한 박막을 

얻을 수 있었다.
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<그림 1> 플라즈마 처리 시간에 따른 표면 거칠기

(a)

(b)

<그림 2> SEM 이미지 ; (a) 플라즈마 처리 전 (b) 플라즈마 2분 처리
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